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第 2 章では，電子回路内部iζ光結合を導入する乙とを試み，まず PNP 接合トランジスタにホトカプ
ラを組み合せ，光結合をトランジスタのコレクタからベースへの正帰還要素に用いて， s 形負性抵抗特
性をもっ光結合回路の基本回路が構成できる乙とを提案している。次に NPN 接合トランジスタにホト
カブラを組み合せ，並列光帰還及び直列光帰還による 2 種類の S 形負性抵抗特性をもっ光結合基本回路
が構成できる乙とを示している。乙れらの光結合回路により，従来の S 形負性抵抗特性に要求される制
御機能の自由度が改善できる乙とを実験的に明らかにしている。
第 3 章では，光結合回路の S 形負性抵抗特性がもっしきい値論理機能託基づき，入出力を光信号とし
た，新しい方式の全加算器を提案し，その回路構成と設計手I1債を明らかにしている。そして，試作回路
が設計通り動作する乙とを確認している。














本論文は，発光ダイオード CLED) とホトトランジスタ CPT) を組み合せた光結合回路により，論理
機能の基本となる S 形負性抵抗特性 C S 字特性)を種々の方法で実現し，その情報処理，計測などへの
応用について研究した結果をまとめたもので，主な成果を要約すると次の通りである。
(1) 光結合回路と PNP 又は NPN形トランジスタとを組み合せて S 字特性を実現し，乙れが従来手法
のものに比し，負抵抗領域が広く，プレーク・オーノ℃ホールド電流値を簡単に変化させる乙とがで
き，さらに外部光によって回路状態を ON又は OFF にできるなど，新しい機能を付加し得る乙とを
見出している。
(2) 文，ホトダーリントン形光結合回路と PT の代りにホト FET を用いた光結合回路などによっても
S字特性が得られ，それぞれの特徴を明らかにし乙れらを用いた新しい機能の実現，光計測系への
応用などを示している。
(3) PNP 形トランジスタと光結合回路による S 字特性がプレーク・オーバ電圧を任意に設定できる乙
とを利用し，入出力を光信号とする新しい方式の全加算器を提案し 実験により設計通りの動作が得
られる乙とを確認している。
以上のように，本論文は今後発展が予想される光・電子回路およびその集積化の分野において，光結
合回路の利用による S 形負性抵抗の提案および特性確認という点において先駆的役割を果し，多くの有
用な知見を得ており，電子工学の発展に寄与すると乙ろ大である。よって本論文は，博士論文として価
値あるものと認める。
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